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１．はじめに 

有機高分子材料であるサイトップ（CYTOP:商品名）は、図１に示すようにペルフルオロ（４－

ビニルオキシ－１－ブテン）（BVE）を環化重合させた構造である１）。誘電特性では、誘電正接 tanδが

10-4、絶縁破壊耐圧が 3 MV/cm と報告されている 2)。フッ素系溶媒を用いて溶解させることができるた

めドロップキャストやスピンコート法などの塗布プロセスによる成膜が可能である。CYTOP は高い揮

発性を持つことから表面エネルギーが小さく安定な構造をとりその上に形成する有機薄膜の結晶成長

が促進される利点もある。本研究では、CYTOP 層を電荷蓄積として機能させる有機半導体トランジス

タ（OTFT）型メモリデバイスについて報告する。ゲート絶縁膜を SiO2/CYTOP の積層構造（図２）に

し、かつチャネル層としてポリ３ヘキシルチオフェン（P3HT）を用いることでメモリ機能とトランジ

スタ機能の両方を発現させた。本報告では CYTOP 膜の電気的特性および電荷保持特性について示す。 

２．実験方法 

基板として抵抗率が 0.1 Ω・cm の p＋-Si (100)を用いた。その上に熱酸化を用いて厚さ 200 nm の SiO2

膜を形成した。次に旭硝子製の CYTOP (9 wt%)を用いて膜を作製した。CYTOP 膜形成には、パーフル

オロ溶液により 5 wt％に希釈して使用した。有機半導体薄膜として P3HT 膜を塗布法により堆積させ

た。最後に P3HT 薄膜上に真空蒸着法によりメタルマスクを用いて金ソース/ドレイン電極を形成した。 

３．実験結果 

 SiO2/CYTOP 積層 OTFT メモリの出力特性より移動度は、1.04×10－2 cm2/Vs であった。次に OTFT メ

モリの伝達特性を調べた結果、しきい値電圧は Vth=－6.06 V であった。測定条件はドレイン－ソース

間電圧を－20 V と一定にし、ゲート電圧 40 V を 10～60 s 印加し、伝達特性の変化を測定した。バイア

ス印加によりドレイン電流の増加がみられた(図３)。このことは、CYTOP 膜への電荷蓄積を意味して

いると考えられる。一方、ゲートに逆バイアスを印加することでバイアス印加前の初期状態に戻るこ

とが示された。すなわち、メモリの書き込み・消去およびデータ保持が得られることが確認できた。 
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図１  BVE の分子構造と高分子構造  図２ OTFT メモリ構造      図３ 電荷保持特性 
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